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项目简介
高光效LED芯片是半导体照明和高端显示产业核心与基础，事关国家战略，市场巨大。而我国该项技术与先进国家差距：1、光功率低，2、光效不高，3、产效不高，原因是受芯片结构设计与制备技术制约。本项目经10余年努力取得4项关键技术，有力提升我国高端芯片国际竞争力。
    一、发明倒装与垂直结构GaN-LED芯片及其制备技术，解决芯片光功率低的难题。设计倒装结构克服蓝宝石散热不良问题，采用布拉格反射镜提高出光率；垂直结构克服横向电流局部阻塞，改善载流子输运，提高发光功率；45*45mil芯片@35mA/cm2白光光效172.7 lm/W， “超同期国际主流产品技术指标”，获“最佳LED芯片技术创新奖”。 
    二、发明类超晶格与特殊孔洞结构的缓冲层及其制备技术，提高内量子效率。采用特殊缓冲层解决晶格失配问题，降低外延层与多量子阱层缺陷密度，减少非辐射复合中心；发明Al组分渐变电子阻挡层和多量子阱结构有源区技术，减小电子溢流和反向漏电流，改善载流子注入不平衡，提高出光效率。 
    三、发明侧向光子晶体和复合透明导电膜等界面修饰集成制备技术，调控光子界面传输，提高外量子效率。侧向光子晶体与复合透明导电膜增加出光角；优化图形化衬底和DBR反光层减少界面损耗，芯片出光效率提升50%，高亮度小间距芯片获“中国LED首创奖”。
[bookmark: _GoBack]四、创新高深宽比高压LED芯片设计，隔离槽刻蚀、绝缘层沉积、金属连接等制备技术取得突破，芯片白光光效169.14lm/W @35A/cm2,超国际主流技术指标，省掉专用高压转换器，照明系统成本节约30%；开发新型AlN缓冲层技术，克服n-GaN膜层过厚难题，外延生长时间大幅缩短，生产效率提升30%。
高光效芯片结构设计与制造技术重要创新，指标国际先进、部分国际领先。申请发明专利102项，授权美国专利2项、中国专利45项。倒装、高压与小间距显示屏等芯片制造技术已实现产业化。三年累计销售19.77亿元，利润3.7亿元、税金1.07亿元，创汇3.5亿美元，社会效益重大。华灿光电已成为我国高端芯片龙头企业，高光效LED芯片广泛应用于绿色照明和高铁站信息屏与央视春晚显示。
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